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【概要】本研究では Ar+O2+H2混合ガスを用いたスパッタリングにて In-Ga-Zn-O(IGZO)

を成膜し、150℃以下の低温プロセスでショットキーダイオード(SDs)を作製した。IGZO 成

膜水素流量比(R[H2]=H2/(Ar+O2+H2))を 0 から 5%に増大することで SDs の整流比が 1.0

×105から 3.6×109 へ向上した。この要因として R[H2]が増大することで IGZO の電子親

和力や欠陥準位の低減が示唆された[1]。そこで本研究ではデバイスシミュレーションを用

いて IGZO の電子親和力や欠陥準位が SDs の特性に与える影響を検討した。 

【実験】実験で得られた IGZO の電子親和力は R[H2]=0%及び 5%で、4.37 eV,4.23 eV で

あった。電子親和力は実験値を用い、IGZO の状態密度(DOS)を変化させ、R[H2]の差がギ

ャップ内準位に及ぼす影響を検討した。 

【結果・考察】図 1 に各 R[H2]の SDs 特性の実験値とシミュレーション結果を示す。まず

R[H2]=0%における特性をシミュレーションにてフィッティングした結果、障壁高さ 0.82 

(eV) ,理想因子 1.45 が得られた。この状態の DOS を維持し、電子親和力を 4.23 eVに低下

させ、シミュレーションを行ったが、R[H2]=5%で得られた実験値は再現できなかった(図

1.sim3)。電子親和力が低下することで SDs 障壁高さは増大するが、水素導入による SDs 特

性の改善は障壁高さのみでは説明できない。そこで電子親和力に加えて DOS も変化させ、

R[H2]=5%の実験結果を再現した(図 1.Sim2)。R[H2]=0%から 5%に変化したときの DOS

を図 2 に示す。R[H2]の差によってギャップ内準位の欠陥密度が減少した。 
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